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摘要(译)

本发明的实施方案探索用于OLED结构的阴极的基于溶液的沉积。本发明
的典型实施方案可包括根据以下步骤进行的方法：制备包括沉积的氧化
铟锡（ITO）的玻璃基板。用去离子水和有机溶剂对基材进行超声波清
洗。使用高浓度HCl溶液将特征蚀刻到ITO中。通过旋涂机沉积空穴注入
层。将该层在热板上退火，然后通过旋涂机沉积聚亚苯基亚乙烯基
（PPV）聚合物并在热板上退火。然后将低功函阴极金属沉积在无电溶
液中并在热板上退火。该设备是封装的。
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